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※概要（Summary）： 

 

ＬＳＩを集積化したＳＯＩ基板どうしを、ＴＳＶでは

なく金属バンプにより貼り合わせて、機械的かつ電気

的に接合する技術を開発した。また、接合による集積

回路の特性劣化の程度を実験的に検証し、プロセス由

来の劣化要因は無視できることを確認した。 

 
※実験（Experimental）： 

 

ナノテクノロジープラットフォーム施設が管理する

電子ビーム描画装置を利用してフォトマスク（５イン

チ）を製作し、東京大学生産技術研究所のＭＥＭＳ系

クリンルームを使用して接合部分の電極を形成し、予

備実験を行った。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

ＦＤＳＯＩ基板中に製作したトランジスタの特性を

基板の表面と裏面から計測し、特性に差異が無いこと

を確認した。これにより、ＳＯＩ層に製作したトラン

ジスタを積層して、集積回路を３次元化可能であるこ

とを実験的に示した。 

 

 

 

 

図１ ３次元集積回路の概念図（イメージング素子） 
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